Densité des états d’énergie:
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Constantes :

Masse de I’électron libre : mp=9,11.103%kg ;

Constante de Planck : h=6,625.103%J.s

Constante de Boltzman : k=1,38.102% J/K

KT = 0,0259 eV a 300K

Charge de I’électron : q=1,6.10"°C.

Permittivité du vide : £0=8,854.10*? F/m

Fonction de distribution de Fermi-Dirac:
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Semiconducteur extrinseque :
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Loi d’Ohm microscopique :
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Je =CI(nun +pup)E ;
Courant de diffusion pour les électrons:
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Jn(x)=qD, grad(n)
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Cas général pour les trous :
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Tp(x)= up[qp E—kT gr?ad(p)J

Génération- recombinaison des porteurs :
Régime de faible injection
= An = Ap << N pour un sc de type N

pour un sc de type N (cas de recombinaison directe),

dp,
dt

U : taux net de recombinaison

En régime stationnaire et de faible injection :
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Equation de continuité :
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JONCTION PN

Equation de Poisson:

E = ; div E=%

p=n exp[(E - Ep)/kT] n =n; exp[(Er —
E)/kT];
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Hypotheéses : Dans la RCE on a: n« et p«; Dans
les régions neutres, on a E=0 ;




